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はじめに 我々は 40年近く前にＣＺ結晶の熱処理によるライフタイム減少と微小酸化物析

出物の寄与[1]を、また酸化物析出に炭素が影響しないこと[2]を明らかにした。また 10年

余り前から窒素ドープによるシリコン結晶の微小欠陥の抑制の機構解明のために、熱処理 

[3]および電子線照射により[4]真性点欠陥を導入し赤外吸収法により窒素点欠陥複合体の挙

動を研究している。最近窒素ドープ FZ 結晶の熱処理によりライフライムが減少すること

が報告された[5]が、窒素点欠陥複合体の挙動がそれとよく対応しているので検討する。 

報告内容 FZ結晶を熱処理すると 450℃でもっともライフタイムが短くなり 800℃までの

範囲で低温度ほど短いことが報告されている。また 300℃以下と 800℃を越えた温度では殆

ど減少しない。図に破線で模式的に示す。 

赤外吸収の結果と比較 図に照射後、400℃処理後、600℃処理後などに強く現れる複合体吸

収の熱処理温度依存性を示す。この結果から 400℃熱処理で最大となる吸収の温度依存性が

ライフタイム減少の熱処理温度依存性とよく合っていることが分かる。(但しライフタイム

の測定には 400℃の結果がなく複合体の測定には

500℃の結果が無い。) これらの吸収の実体は照射後の

778, 726cm-1吸収は VN2、また 689cm-1吸収は V2N2

からと考えられる。我々は赤外欠陥動力学により色々

な現象を解明しており、赤外吸収は 21世紀の最強の結

晶評価機構解明のツールであると述べているがこの結

果もその一例である。 
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